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【はじめに】これまで本研究室では，n型バッファ層/Cu(In,Ga)Se2(CIGS)ヘテロ接合界面での再結

合速度を低減する手法として，Se照射プロセスを開発してきた[1]。これは，界面に Cu欠損層(CDL)

を導入，価電子帯オフセット(ΔEV)を形成することにより界面再結合を制御する手法である[2]。今

回は，CDL形成のメカニズムについて検討を加えたので報告する。 

【実験方法】CIGS/Mo/SLG 構造を有する CIGS 膜を作製した。最初に，三段階法における第二段

階の製膜時間(t2nd)を 30, 40, 50 min とし，第二段階のみで製膜を終了し，CIGS 膜を作製した。さ

らに Se 照射時間(tSe)を 5 min として製膜を行い，膜組成ならびに膜表面を走査型電子顕微鏡によ

りそれぞれ観察した。製膜終了時の表面から測定した Cu/(Ga+In) (CGI)比は tSe = 0 min 時，0.976 

(t2nd = 30 min), 1.49 (t2nd = 40 min), 2.64 (t2nd = 50 min), tSe = 5 min 時，0.823 (t2nd = 30 min), 0.925 (t2nd = 

40 min), 1.80 (t2nd = 50 min)であった。 

【結果】Fig. 1に，t2nd = 40 min とし，第二

段階で製膜終了した CIGS 膜表面の二次電

子像と反射電子像を示す。tSe = 5 min の有

無により，CGI比が 1.49から 0.925まで下

がっていることが確認された。また，tSe = 0 

min における CIGS 膜表面の反射電子像に

はコントラスト差が明確に観察された。こ

のコントラスト差は，CIGS と Cu2-xSeに寄

因すると考えている。以上の結果は，表面

Cu-Se 相と Se 照射との間に明確な関係が

あることを示している。当日は更に，t2nd, 

t3rd及び tSeによる CIGS 膜表面と断面測定，セル化評価，ならびに CIGS 膜表面の CDL の形成過

程について詳細な議論を行う。 
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